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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成26年1月30日(2014.1.30)

【公開番号】特開2013-93448(P2013-93448A)
【公開日】平成25年5月16日(2013.5.16)
【年通号数】公開・登録公報2013-024
【出願番号】特願2011-234814(P2011-234814)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/822    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/04     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/8234   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/06     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  27/04    　　　Ｈ
   Ｈ０１Ｌ  27/06    １０２Ａ
   Ｈ０１Ｌ  27/08    ３３１Ｇ
   Ｈ０１Ｌ  27/06    ３１１Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  27/06    ３１１Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成25年12月6日(2013.12.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４６】
　電力素子１には、ｐ型の半導体層１ｆと、ｐ型の半導体層１ｆ内に形成したｎ型の半導
体層１ｅとが形成してある。そのため、電力素子１には、ｎ型の半導体層１ｅと、ｐ型の
半導体層１ｆと、ｎ型の半導体基板３とで構成されるＮＰＮトランジスタ４１が形成され
る。さらに、ｐ型の半導体層１ｆと、ｎ型の半導体基板３と、ｐ型の半導体層５とで構成
するＰＮＰトランジスタ４２が半導体基板３に形成される。同様に、電力素子１には、ｐ
型の半導体層１ｇ内に、ｎ型の半導体層１ｈを形成してある。そのため、電力素子１には
、ｎ型の半導体層１ｈと、ｐ型の半導体層１ｇと、ｎ型の半導体基板３とで構成されるＮ
ＰＮトランジスタ４３が形成される。さらに、ｐ型の半導体層１ｇと、ｎ型の半導体基板
３と、ｐ型の半導体層５とで構成するＰＮＰトランジスタ４４が半導体基板３に形成され
る。なお、ＮＰＮトランジスタ４１のコレクタ電極と、ＮＰＮトランジスタ４３のコレク
タ電極とは、ｐ型の半導体層５を介して電気的に接続している。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　図６には図示していないが、半導体装置４０には、半導体基板３および半導体層１ｆと
接続する外部回路を備えている。外部回路を含めた半導体装置４０の等価回路を説明する
。図７は、本発明の実施の形態４に係る半導体装置４０の回路構成を示す回路図である。
【手続補正３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　図７に示す外部回路９は、電源９ａと、電源９ａに一端を接続する抵抗素子９ｂと、抵
抗素子９ｂの他端にアノード電極を接続するダイオード９ｃと、ダイオード９ｃのカソー
ド電極にアノード電極を接続し、カソード電極をＧＮＤ接地するダイオード９ｄとを有し
ている。また、抵抗素子９ｂの他端は、ＮＰＮトランジスタ４１のベース電極（半導体層
１ｆ）と電気的に接続してある。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　半導体装置４０は、半導体装置４０に負電流が流れた場合、ＮＰＮトランジスタ４１の
ベース電極（ｐ型の半導体層１ｆ）とｎ型の半導体基板３とで構成されるｐｎ結合によっ
て、半導体基板３の電位がＮＰＮトランジスタ４１のベース電極の電位（１．４Ｖ程度（
常温））から０．７Ｖ程度（常温）に低下した電位を維持しようとする。そのため、半導
体装置４０は、ｐ型の半導体層２ａとｎ型の半導体基板３とが逆バイアス状態となり、半
導体層２ａから半導体基板３へ寄生電流が流れないため、寄生ＮＰＮトランジスタ７が作
動しない。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６２】
　図８には図示していないが、半導体装置５０には、半導体基板３および半導体層１ｆ，
４と接続する外部回路を備えている。外部回路を含めた半導体装置５０の等価回路を説明
する。図９は、本発明の実施の形態５に係る半導体装置５０の回路構成を示す回路図であ
る。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６３】
　図９に示す外部回路９は、電源９ａと、電源９ａに一端を接続する抵抗素子９ｂと、抵
抗素子９ｂの他端にアノード電極を接続するダイオード９ｃと、ダイオード９ｃのカソー
ド電極にアノード電極を接続し、カソード電極をＧＮＤ接地するダイオード９ｄとを有し
ている。また、抵抗素子９ｂの他端は、ＮＰＮトランジスタ４１のベース電極（半導体層
１ｆ）と電気的に接続してある。さらに、抵抗素子９ｂの一端は、ＮＰＮトランジスタ２
２のコレクタ電極（半導体層２１）と電気的に接続し、抵抗素子９ｂの他端は、ＮＰＮト
ランジスタ２２のベース電極（半導体層４）と電気的に接続してある。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００７０】
　抵抗素子９ｂの他端は、ＮＰＮトランジスタ４１のベース電極（半導体層１ｆ）と電気
的に接続してある。さらに、抵抗素子９ｂの一端は、ＮＰＮトランジスタ２２のコレクタ
電極（半導体層２１）と電気的に接続し、抵抗素子９ｂの他端は、ＮＰＮトランジスタ２
２のベース電極（半導体層４）と電気的に接続してある。
【手続補正８】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図６】

【手続補正９】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図８】
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